[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores
1er Cuatrimestre 2020

Juntura MOS

1. Identificacién de materiales y valor de parametros eléctricos
2. Distribucion de carga para distintos regimenes
3. Curva Capacidad-Tension



Enunciado

Para una estructura MOS con poly-silicio tipo N, N, = 10" cm™, V_=0.547 V,

y*=0.545Vy C'_=2.46 10" F/cm?, considerando que esta polarizado con:

Vg, € {2V, V0, V., 2V}

hallar
1. Las caidas de potencial en el oxido y en el SC, AV, , AV,
2. La carga por unidad de superficie en la interfaz poly-6xido Q'Poly_OX
3. La capacidad por unidad de area C'



Identificacion de materiales - Parametros eléctricos Datos:
Oly=
N =10" cm™

—0547V

, , . y5 0.545V

¢, Como esta compuesta la juntura? C', .= 246 nFlom?
Vas
|I
Metal SiO, SC

¢ Qué tipo de
dopaje tiene el
silicio?

Poly-N**




Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos
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E =0.547 V

Y =0.545V
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Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos

A
l0g ny(x) , Iog py(x)

I\ N

V- =N d/n|2
| >
— & 1
Metal SiO2 Semiconductor
V. \Y ov
T FB V
: : : o8

[ INV )l vac || ACC ]

Datos:

Poly-N**

NBulk =10" cm™
}. =0.547V

y =0.545 V

C'ox = 246 nF/cm?
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Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos
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Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos
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Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos

Datos:

Poly-N**

NBulk =10" cm™
5 =0.547V
Y =0.545V

C'ox = 246 nF/cm?

GATE | SUBS CDGate CDBulk VFB VT
N** N +550mV 0V < @, < 550mV VFB < QV VT < VFB <QV
N*™ P +550mV -550mV < @< 0V Vg < OV V> Vg
p* N -550mV 0V < @< 550mV VFB >0V VT < VFB
p+* P -550mV -550mV < ®_< 0V VFB >0V VT > VFB >0V




Identificacidon de materiales - Parametros eléctricos

Datos:

Poly-N**

NBulk =10" cm™
; =0.547V
Y =0.545V

C'ox = 246 nF/cm?

GATE | SUBS @ & Dy i Vig V.
N** N +550mV 0V < @, < 550mV V., < 0V Vo< V__ <0V
[ N P +550mV -550mV < ®_< 0V Veg< OV V. > Vo, 1
P+ N -550mV 0V < @, < 550mV Vg >0V V. < Vg
P P -550mV -550mV < ®_< 0V V>0V V> V>0V



|dentificacion de materiales - Parametros eléctricos Datos:
oly-

P

N . =107 cm?®
—0547V

\(I 0.545 V/

C'ox = 246 nF/cm?

¢, Como esta compuesta la juntura?

Como V_=0.547V (Positivo) => El sustrato es tipo P.

Metal SiO2 Semiconductor

| | >

Lox 0 &
®,=-420mV (Regla de los 60mV)
V=V, - 2613)3 +Y (- ZCDP)VZ
Y 0 738 \A

Poly-N** Ve g=-0.97V

O, =P - Dy, = 550mV +420mV = 970mV

V= - By = - 970mV



